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Эффекты электрон-фононного взаимодействия проявляются в туннельных спектрах двумерной электронной системе (ДЭС) как в виде линий оптических фононов при энергиях εLO=±36.5 мэВ, так и как пиннинг и расталкивание уровней размерного квантования вблизи поляронных резонансов в магнитных полях [1,2].  Эффекты пиннинга уровней Ландау в туннельных структурах на основе GaAs наблюдались [1], когда циклотронная энергия ħωc оказывалась порядка εLO. В туннельной системе Al/δ-GaAs расстояния между двумерными подзонами в δ-легированном слое оказываются близки к энергии оптических фононов εLO, поэтому можно ожидать поляронного взаимодействия между уровнями Ландау различных подзон в относительно слабых магнитных полях. 
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Исследовались туннельные структуры Al/-GaAs [3], изготовленные методом МЛЭ. При этом две подзоны (E0 и E1) были заполнены. Для достижения максимального разрешения туннельной спектроскопии измерения проводились при температуре 30 мК. Магнитное поле B, было ориентировано перпендикулярно δ-легированному слою структуры. При B=0 энергии пустых подзон (E2 и E3), отсчитанные от уровня Ферми ДЭС и измеренные из туннельных спектров, оказались близки к εLO и 2εLO, соответственно. Было обнаружено, что уровни Ландау с n=0 в этих незаполненных  подзонах демонстрируют с ростом магнитного поля слабый пиннинг на энергиях, кратных энергии LO-фононов, как показано на Рис.1 для подзоны E3. По-видимому, такая зависимость обусловлена перенормировкой спектра ДЭС за счет резонансного поляронного взаимодействия [1,4]. Работа поддержана грантами РФФИ №13-02-01114 и Президиума РАН. 
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Рис. 1. Зависимость положения незаполненного уровня E3 от магнитного поля B. Сплошной линией показано ожидаемое движение уровня Ландау с n=0 в магнитном поле.









